EIROPAS SAVIENIBA

Eiropas Regionalas
attistibas fonds

NACIONALAIS
ATTISTIBAS
PLANS 2020

IEGULDIJUMS TAVA NAKOTNE

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/20/A/109 “Planara lauka
emisijas mikrotriodes struktiira” paveikto laika posma 31.01.2022. - 31.05.2022.

1) Tika turpinata projekta 2. aktivitates ‘“Mikrotriodes struktiiras izgatavosana”
istenoSana, kuras ietvaros péc partnera “ALFA RPAR” pielagotas planaro
mikroelektronikas ieri¢u izgatavosanas tehnologijas tika turpinats gatavot mikrotriodes
struktiiras jauno versiju in montét testa mikrotriodes prototipus. Tika izgatavoti
atseviSko plaksnu paraugi ar uzklatiem slaniem, lai izp&titu So slanu ipasibas.

2) Tika turpinata projekta 3.aktivitates “Mikrotriodes struktiiras raksturoSana”,
istenoSana, kuras ietvaros tika turpinata pavadoSo paraugu raksturoSana. Veikti
skengjosas elektronu mikroskopijas (SEM) mérijumi un rentgenstaru energijas
dispersijas spektrometrijas merjjumi. Parbauditas kodinaSanas robezvirsmas un
noteikts elementu sastavs kodinatajas dalas un testa mikrotrioZzu parklajumiem. Ar
SEM metodi noteikts, ka kodinasanas robezvirsma ir vienmériga (1.att.) Elementu
sastava analize norada uz Si un O klatbutni kodinatajas dalas. Tas apstiprina, ka
kodinasana notikusi pilniba un kodinatajas dalas nav volframa piemaisijumu. Savukart
ar volframu parklataja dala vienlaikus tiek registréts signals gan no parklajuma, gan no
substrata. Elementu sastava registréts Si un O no substrata, ka ari parklajuma W. Citu
elementu piemaisijuma atomi nav registréti, tas liecina par sintezéto paraugu tiribu un
atbilstibu mikrotrioZu izgatavoSanai.
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l.attels: a) SEM attéls 50nm volframa (W) parklajumam uz silicija dioksida (S102),
b) elementu saturs S10:> dala, ¢) elementu saturs W dala

Tika uzsakti fotoelektronu emisijas merfjumi no mikrotriodes struktiiras pavadoSo
paraugu elektronu emit&josSiem SiO2, Si3N4, Si, nanoslaniem ar mérki novertet So slanu
fotoelektronu izejas darbu. Tika uzsakti mikrotriodes satelitparaugu nanoslanu SiO2,
Si3N4, Si un turpinati W, WB2 nanoslanu virsmas morfologijas mérijumi, izmantojot
atomspeku mikrospopiju (AFM). Tika uzsakti mikrotriodes struktiras pavadoSo
paraugu nanoslanu SiO2, Si3N4, Si un turpinati W, WB2 nanoslanu virsmas ladina
mérijumi, izmantojot Kelvina zondes mikrospopiju (KFM). Tika uzsakti XPS mérijumi



no mikrotriodes struktiiras pavadoSo paraugu elektronu emitgjosSiem WB2 nanoslaniem
uz Si02 pamatn@m un turpinati XPS mérijjumi no W nanoslaniem uz Si un SiO2
pamatném. Tika uzsakti fotoelektronu emisijas merijumi no mikrotriodes strukttiras
pavadoSo paraugu elektronu emitgjoSiem SiO2, Si3N4, Si, nanoslaniem ar meérki
novertet So slanu termostabilitati (2.attels).
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2. attgls. Slanu pavadosos paraugu Si, S10: 0,6pum, Si10: 0.6 Pyrolytic 0,6um, SisNy
0,06pum un Si:Ns 0,1 — 0,15um elektronu ekzoemisijas mermjumi.

Tika turpinati lauka emisijas stravas meérfjumi testa mikrotriodes struktiram un
pielagota to mériSanas metodika. Rezultati prezentéti konferencé: A. E. Goldmane, L.
Avotina, M. Romanova, A. Muhin, A. Zaslavskis, G. Kizane, Y. Dekhtyar. Tungsten
nanolayer gradual oxidation and oxide analysis by infrared spectrometry. The 80th
International Scientific Conference of the University of Latvia 2022, section of the
Institute of Chemical Physics “Nanotechnologies and Radiation processes”,
04.02.2022, Riga, Latvia, p34.
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